БСИТ  и  БТИЗ.  IGBT end BSIT.
Краткая характеристика БСИТ-приборов.

БСИТ (Биполярный транзистор со статической индукцией, Bipolar Static Induction Transistor) - транзисторы кремниевые ключевые эпитаксиально-планарные с вертикальным каналом со статической индукцией. Предназначены для применения в схемах высокочастотных источников питания и в других быстродействующих ключевых схемах радиоэлектронной аппаратуры. Выпускаются в пластмассовых корпусах.

БСИТ представляет собой транзистор со статической индукцией с нормально закрытым вертикальным каналом при нулевом смещении на затворе. Конструкция кристалла при обобщенном рассмотрении представляет собой предельный вариант обычного биполярного транзистора с обедненной базой. БСИТ работает при прямом смещении на затворе, и физика его работы близка к физике работы обычных биполярных транзисторов, однако в силу конструктивных особенностей имеет ряд преимуществ:
· Низкое падение напряжения в открытом состоянии при более высоком коэффициенте усиления; 

· Высокое быстродействие; 

· Повышена устойчивость к вторичному пробою. 

Типичные представители БСИТ.

КП810- замена КТ872.
КП859 - отличная замена КТ940, при этом с двое большей граничной частотой и вчетверо меньшей емкостью коллектора.
КП971, КП973 - замены транзисторов КТ878, КТ847.

Краткая характеристика БТИЗ-приборов.

    В последнее время в упомянутых БП все чаще применяют так называемые БТИЗ-приборы, которые представляют собой модификацию МОП-транзистора. БТИЗ - (или в англоязычной литературе IGBT) приборы хорошо известны в применении к высоковольтной (1200 В и выше) и сильноточной (100 А и более) аппаратуре промышленной автоматики.

    Многие изготовители выпускают на рынок БТИЗ-приборы, характеристики которых специально оптимизированы для применения в импульсных сетевых адаптерах небольшой мощности. По совокупности параметров, соотношению цена/качество и удобству управления БТИЗ-приборы в настоящее время превосходят МОП и биполярные транзисторы.

    БТИЗ-прибор, или биполярный транзистор с изолированным затвором, представляет собой модификацию хорошо известного МОП-транзистора, но характеризуется некоторыми особенностями в связи с наличием дополнительного Р+ слоя.

    Большие пробивные напряжения, широкая область безопасной работы, удобство управления прибором, устойчивость к быстрому нарастанию напряжения и способность выдерживать большие импульсные токи делают их похожими на МОП-транзисторы. В то же время они лишены таких недостатков последних, как зависимость проводимости канала от температуры и уровня напряжения. 

Рис. 1. Уточнённая эквивалентная схема БТИЗ-прибора
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